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研究背景 評価方法

Sとτepiの範囲仮定

本研究はJSPS科研費25390067の助成を受けたものです。

ガンダイオード

検出器

μ-PCD（マイクロ波光導電減衰）法バイポーラデバイスにおいてキャリアライフタイムは
デバイス性能を左右する重要なパラメータである

過剰キャリアのピーク値を1とし、1/eまで減少する時間1/eライフタイムόˍ1/e)：

n型4H-SiC自立エピ膜
膜厚のことなる試料を3つずつ用意、
ドーピング濃度1015 cm-3
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キャリアライフタイムの制限因子である表面再結合速度S
の温度依存性に関する議論に結論が出ていない

キャリアライフタイムの膜厚依存性から
表面再結合速度の温度依存性を見積もった[1,2]

まとめ

キャリアの減衰モデル

YAG266
波長: 266 nm
室温時の侵入長Υ мΦн˃Ƴ

YAG355
波長: 355 nm
室温時の侵入長: 42 ˃ Ƴ
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╢:励起面における表面再結合速度
╢:裏面における表面再結合速度
D ╣:拡散係数[3]

╪╣:光吸収係数[5]

tepi ╣:バルクライフタイム
B:輻射再結合係数(2×10-14 cm3s-1)[6] 

C:オージェ再結合係数(5×10-31 cm6s-1)[6]

試料 表面処理

CMP Si面、C面にCMP

NaOH NaOHによるエッチング

RIE(Si) Si面にRIE

RIE(C) C面にRIE
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表面再結合の影響を強く受ける条件
(最も薄い膜厚,YAG266)からSの範囲を仮定

上記のSの範囲とバルクの影響を強く受ける条件
(最も厚い膜厚,YAG355)から e̱piの範囲を仮定

最小二乗法により、実測と解析の 1̱/eの差が最も小さく
なるSi面のSと e̱piを見積もる

NaOH(81 ˃ Ƴ)に対し波長355 nmで励起した
場合におけるt1/eの解析結果

1.

2.

3.

手順1,2ではSi面とC面のS(SSi,SC)は等しいという条件下で解析を行う

NaOHのSi面を励起した場合の膜厚依存性

膜厚が厚くなると波長266 nmでSi面を励起した場合の 1̱/eの実測値と
解析値の差が大きくなる場合がある

最小二乗法によりSSiと e̱piの最適値を求める

Si面における表面再結合速度及び e̱piの温度依存性

C面における表面再結合速度の温度依存性

RIE(Si)のSSiの値がその他の試料に比べ高い

RIE処理による欠陥の導入が要因と考えられる

NaOHのSCの値がその他の試料に比べ低い

NaOHエッチング処理による欠陥層の除去が要因
と考えられる

Sは表面処理及び温度に依存し、室温に比べ250℃ではSi面で3.5～4.5倍、C面で2.5～3倍に値が上昇した
本研究により得られた値をデバイス設計に用いることが可能であると考えられる

活性化エネルギー:0.073~0.085 eV

解析結果


